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Tiivistelmd - Sammandrag

Keksinn8n kohteena on tasonsiirtdjd (600), joka vastaanottaa
vaihtelevan tulojdnnitteen ( \/NINI), kuten katodisideputken si-
devirtaa edustavan jinnitteen, ja tuottaa l&ht8jénnitteen (\/NIN),
joka tulojénnitteen muuttuessa muuttuu siten, ettd lihtdjdnnit-
teen ( \/NIN} taso on siirtynyt tulojdnnitteeseen (\/ NINI) n&h-
den. L¥htdjdnnite ()\/ NIN) on kytketty televisiovastaanottimen
teholdhteen jdnnitesddtdjdn erovahvistimen (610) tuloliittimeen
(+) . Tasonsiirtdjddn (600) kuuluu tulojédnnitteen perusteella toi-
miva virtapeilijdrjestelmd ja Band gap-tyyppinen jdnnitel&hde
(699) mddrd¥ tasonsiirtdjén (600) suorittaman tasonsiirron madrdn.
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Uppfinningen avser en nivadvdxlare (600), som mottar en variabel
ingdngsspdnning (\V’NINI), sdsom en spidnning representerande stral-
strémmen i ett katodstr&lsrdr, och alstrar en utgangsspanning
(.\JNIN), som vidxlar di& ing&ngsspidnningen vdxlar sélunda, att ut-
g&ngsspanningen (\/ NIN) nivdvéxlar relativt ingdngsspanningen

(\/ NINI). Utgingsspinningen (\/ NIN) &r kopplad till ingangstermi-
nalen (+) pd en avvikelsefdrstdrkare (610) i en sp&dnningsregulator
f8r effektkdllan till en televisionsmottagare. Nivdvidxlaren (600)
omfattar ett strémspegelarrangemang reagerande pd ingdngsspdnnin-
gen. En spinningsk&dlla (699) av bandgapstyp bestdmmer storleken

pa nivdvixlingen, som nivdvéxlaren (600) ger.
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Tasonsiirtdjé televisiolaitteessa olevalle tehonsiditimelle

Keksintd 1liittyy vahvistinlaitteistoon, joka yh-
distdd tulosignaalin vertailusignaaliin ja tuottaa 1iht&-
signaalin, jonka taso on siirtynyt tulosignaalin tasoon
ndhden, ja erityisesti tasonsiirtijdin televisiolaitteen
tehonsddtimessi.

Esimerkiksi televisiovastaanottimen teholihdelait-
teistossa sdddetty syottétasajédnnite B+ kytketddn esimer-
kiksi B+ -jdnnitesditimen invertoivaan tuloon. Vertailu-
jdnnite kytketdsdn esimerkiksi s#ddtimen ei-invertoivaan
tuloon. Takaisinsyodttdjadnnitettid, joka esimerkiksi on sii-
detty syodttdjdnnite B+, verrataan tuloasteessa vertailu-
jdnnitteeseen 1l&ht&jénnitteen synnyttidmiseksi, joka kyt-
ketddn sdddettdvddn laitteistoon. SHidettdvd laitteisto
sddtdd jédnnitteen B+ vertailujidnnitteen midridimille ta-
solle. Jdnnitettd B+ voidaan kdyttdid esimerkiksi heridtti-
mddn katodisddeputken (CRT) poikkeutuspiirilihtodaste.

Erddssd tunnetussa piirissd CRT:n siddevirran tasoa
edustava jdnnite summataan vertailujinnitteen kanssa niin,
ettd sen sijaan ettd vietdisiin ainoastaan vertailujinni-
te, tuloasteen tuloliittimeen vied&d&n molempien summa.
Sddevirtaa edustavan jdnnitteen vaihtelu muuttaa jidnnitet-
td B+ niin, ettd rasterin leveys sdilyy CRT:ssd vakiona
sddevirran vaihdellessa.

Vakiovertailujdnnitteen ja vaihtelevan sidevirtaa
edustavan jadnnitteen summaaminen tapahtuu tdllaisessa tun-
netussa piirissd kytkemdlld sddevirtaa edustava virta ze-
ner-diodin kautta ei-invertoivaan tuloliittimeen. Zener-
diodi synnyttdd anodinsa ja katodinsa vidliin vertailujan-
nitteen. N&din vertailujinnite, joka siirtii sidevirtaa
edustavan jannitteen tason, on kytkettyni sarjaan sidevir-
taa edustavan jdnnitteen kanssa.

Tdllaisen zener-diodia kdyttdvidn tasonsiirron hait-
ta on, ettd zener-diodin l&dmpdtilan, ikididntymisen tai si-
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siisen kohinan vuoksi aiheutuva zener-jdnnitteen muutos
aiheuttaa tason siirtymisen. Saattaa olla toivottavaa sum-
mata siddevirtaa edustava jidnnite vertailujdnnitteen kans-
sa ja synnyttdid ndin summajédnnite, joka viedddn tuloon,
ilman ettd kdytetddn zener-diodia.

Keksinndn mukaisesti t&md@ haitta vdltetddn patent-
tivaatimuksien mukaisella teholdhteelld ja vahvistimella.

Keksinndn eriissi toteutuksessa vertailujdnnitteen
tuottaa janniteldhde, joka on esimerkiksi hyvin tunnettua
energiarakotyyppid. Sddevirtaa edustava jdnnite summataan,
eli sen tasoa siirretdin, vertailujdnnitteen avulla, jonka
tuottaa energiarakotyyppinen l1ldhde. Etuna on, ettd ener-
giarakotyyppinen ldhde on vdhemman herkkd lampotilamuuto-
ksille, ik#dintymiselle tai kohinalle kuin zenerdiodi.

Keksinndn erdin piirteen toteuttavassa piirissa
tulosignaali, kuten sddevirtaa edustava jédnnite, kytketddn
sarjaan yhteiskantavahvistimena toimivan ensimmdisen tran-
sistorin emitterielektrodin kanssa. Toinen transistori,
joka toimii virtaldhteend ja jonka kollektori on kytketty
ensimmiisen transistorin kollektoriin, syottdd ensimmdisen
transistorin kollektorivirran. Virtapeilijdrjestelmd, jo-
hon ensimmiainen transistori kuuluu, saa aikaan, etta en-
simmiisen transistorin kollektorivirta on yhtd suuri kuin
toisen transistorin kollektorivirran sydttdva virta, kun
tulosignaali on md#rdtyn suuruinen, kuten nolla. Ensimmdi-
nen jdnnite, kuten energiarako-tyyppisen l&dhteen tuottama,
kytketddn vastuksen kautta ensimmdisen ja toisen transis-
torin kollektorien liitidntidkohtaan. Ensimmdisen ja toisen
transistorin kollektorivirrat tuottavat erovirran, joka
kehittdi vastuksen yli jdnnitteen, joka summataan ensim-
miisen jidnnitteen kanssa toisen signaalin tuottamiseksi,
joka signaali syntyy liitdnté&kohdassa. Toisen signaalin
suuruuden miirii ensimmiinen jinnite eivitkd ensimmdisen
tai toisen transistorin kollektorivirrat, kun tulosignaa-

1in suuruus on ennaltamidritty, kuten nolla. Kun tulosig-
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naalin suuruus poikkeaa ennalta mddrdtystd suuruudesta,
toinen signaali poikkeaa ensimmdisestid j&nnitteestid mais-
rdlld, joka on verrannollinen tulosignaalin suuruuteen.
Keksinndn er&ddn piirteen mukaan teholihde sisdltii
tasonsiirtdjdn, joka siirtdd tulojinnitteen tason, jota
kdytetddn sd4tdmddn teholdhteen 18ht8systtdjdnnitettsd. Tu-
losydttdjdnnitteeseen on kytketty siddettidvid johtava elin
lahtdsydttdjénnitteen synnyttdmiseksi tulosystt&jannit-
teestd. Teholdhteeseen kuuluu johtavaan elimeen kytketty
komparaattori johtavan elimen Jjohtavuuden siitimiseksi
komparaattorin ldhtdsignaalin mukaan ja ndin 1&htdsystts-
jdnnitteen sdidtédmiseksi. Transistorin sisiltivi virtapei-
lijdrjestelmd toimii ensimmdisessid piirihaarassa olevan
virran mukaan ja synnyttd§ transistorin ensimmiisessi p&i-
virtaa johtavassa elektrodissa virran, joka on virtapeili-
kuva ensimmdisen piirihaaran virrasta. Ensimmidinen p&&-
virtaa johtava elektrodi on kytketty liiti#ntdkohdassa toi-
seen piirihaaraan ainakin osan virrasta johtamiseksi toi-
sen piirihaaraan. Tuloj&nniteldhde on kytketty transis-
toriin ensimmiisessid pdidvirtaa johtavan elektrodin virran
vaihtelemiseksi ja tulojdnnitteen mukaan vaihtelevan eroon
verrannollisen virran tuottamiseksi. Erovirta liittyy en-
simmdisen p&ddvirtaa johtavan elektrodin virran ja toisen
piirihaaran virran vidliseen eroon. Ensimmiinen vastus on
kytketty liitdntdkohtaan eroon verrannollisen virran joh-
tamiseksi ja jédnnitteen synnyttidmiseksi vastuksen yli,
joka jdnnite vaihtelee tulojidnnitteen mukaan. Limpdtila-
kompensoidun ensimmdisen jidnnitteen lihde on kytketty vas-
tuksen kautta liitédntdkohtaan niin, ettd vastuksen vyli
oleva jédnnite yhdistyy ensimmdisen jidnnitteen kanssa ja
kehittdd ndin ldmpétilakompensoidun toisen jidnnitteen 1lii-
téntdkohdassa. Toinen jénnite vaihtelee tulojdnnitteen mu-
kaan. Toisen jdnnitteen taso on siirtynyt ensimmiisen j&n-
nitteen mukaan. Limp&tilakompensoitu, tasosiirretty toinen
jénnite on kytketty komparaattorin tuloon komparaattorin



10

15

20

25

30

35

4 84544

1iht8signaalin muuttamiseksi ja ndin 1dhtdsyséttdjénnitteen
muuttamiseksi.

Piirroksessa

kuvio 1 on yksinkertaistettu kaavamainen kuva teho-
lihteen siitdpiiristd, johon kuuluu keksinnén erddn piir-
teen toteuttava tasonsiirtéja,

kuvio 2 on yksityiskohtainen kaavio kuvan 1 tason-
siirtdjasta, ja

kuviot 3, 4, 5 ja 6 esittdvit tasonsiirtdjid, jotka
sisdltivit keksinndn eri piirteiden toteutuksia.

Kuvio 1 on yksinkertaistettu kaavio televisiovas-
taanottimen, (ei kuvissa) teholdhteestd, joka sisdltédd
sidtdjan 100, joka on integroitu piiri, joka siditaa syot-
téjdnnitettd B+. Jdnnitettd B+ voidaan esimerkiksi kayttaa
herittimiin televisiovastaanottimen vaakapoikkeutuspiiri
tai ldhtoaste 99.

Jinnitetti B+ edustava jdnnite V+ saadaan ldhtdas-
teesta 99. Jinnite V+ on kytketty jidnnitejakajaan 605, jo-
hon kuuluvat sarjaan kytketyt vastukset 601, 604 ja 602.
Vastukseen 604 kuuluu kosketusvarsi k ja kosketusvarteen k
kehittyy jdnnite, joka edustaa esimerkiksi jadnnitettad B+.
Kosketusvarren k jdnnite, jota voidaan sd&tdd vaihtelemal-
la kosketusvarren k paikkaa, on kytketty BRO vahvistimen
610 invertoivaan tuloliittimeen 608 vastuksen 607 kautta.

Pieni jinnite, joka on verrannollinen vastaanotti-
men CRT:n siddevirtaan, on kytketty muuntajan T kolmansio-
kiimistd liittimeen 611 siddevirtaa ilmaisevan jdnnitteen

VNINI muodostamiseksi.

Jénnite Vg .., joka vaihtelee sddevirran vaihdelles-
sa on kytketty keksinndén piirteen sisdltdvén tasonsiirtéa-
jdn 600 kautta BRO-vahvistimen 610 ei-invertoivaan tulo-
liittimeen 609 tulojdnnitteen Vg, . tuottamiseksi. Tason-
siirtdjda 600 muodostaa liitinten 611 ja 610 vdliin kiin-
tedn erojidnnitteen, jonka mddrdd jédnnite V.. Jénnite Vg,

synnytetdidn energiarako-tyyppisessd jdnniteldhteessd 699.
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Energiarako-tyyppisen jdnnitelihteen 699 etuna on se, ettd
se pitdd jadnnitteen Vge Vakiona niin, ettd komponenttien
ikdsdntyminen tai toleranssit vaikuttavat merkittivisti vi-
hemmdn jdnnitteeseen Vge kuin zener-diodia kidytettdessi.
Kuten myOhemmin selitetddn, s&ditdjén 100 takaisinsydtts-
jdrjestely asettaa jinnitteen B+ niin, etti jédnnite Vin
tulee yhtd suureksi jdnnitteen Vyin kanssa.

Integroiva suodatin 612 on kytketty vahvistimen 610
invertoivan tuloliittimen 608 ja 1&iht&liittimen 610 vdliin
muodostamaan s&dtdjdn 100 silmukkasuodatin. Suodatettu
erojdnnite Vor Joka kehittyy liittimessd 618, on kytketty
summaajan 613 ensimmdiseen tuloliittimeen. Vaakataajuus-
sahanterdaaltogeneraattori 98 kehittia vaakataajuussignaa-
lin, jolla on yldspdin nouseva osa ja joka summataan ero-
signaaliin Vo summaajassa 613. Summasignaali, joka my®skin
on ylospdin nouseva, vied&in pulssinleveysmodulaattorina
toimivan komparaattorin 615 invertoivaan tuloliittimeen
(614).

Kun summaajan 613 1&htd yldsnousevan osan aikana
tulee positiivisemmaksi kuin vakiotasajinnite VREF’ joka on
kytketty komparaattorin 615 ei-invertoivaan tuloliitti-
meen, komparaattorin 615 l1&htdliittimessd 615a tapahtuva
negatiiviseksi menevi transitio kytket#in puskurivahvisti-
men 616 kautta kytkentdmuotoisen teholihteen lihtdasteen
617 kytkimen 617b ohjausliittimeen 617a lihtSasteen 617
kytkimen 617b kytkemiseksi.

Lihtdasteen 617 tuloliitin 617c on kytketty saiti-
mattdémddn jdnnitteeseen Vyr+ Sdddetty jdnnite B+ kehittyy
ldhtbasteen 617 1ihtdliittimessi 617d.

Kestoaika, jonka kytkin 617b kunkin vaakajakson H
aikana johtaa, middrdytyy erovahvistimen 610 erojdnnitteen
V, tasosta. Ndin ollen jinnite Vyiy Mdardd sdddetyn jén-
nitteen B+. Kuten aikaisemmin mainittu, tasonsiirtidji 600
tuottaa jannitteen Vnin: Joka tasonsiirtdjid sisdltdd kek-

sinndn piirteen, joka kuvataan nyt yksityiskohtaisesti.



10

15

20

25

30

35

6 84544

Kuvio 2 on kaavamainen kuva kuvion 1 tasonsiirtd-
j4std 600 ja erovahvistimesta 610. Samanlaiset numerot
kuvissa 1 ja 2 ilmaisevat samanlaisia elimid tai toimin-
toja. Kuvan 2 tasonsiirtdjd 600 on limpdtilakompensoitu
laajalla toimintalédmpdtilojen alueella, kuten 0 - 70°C, ja
tuottaa jénnitteen Vyg.., Jjohon tdllad alueella tapahtuva
1impdtilan muutos ei oleellisesti vaikuta.

Limpdtilakompensoitu virransddtéjérjestelmd 650
synnyttdd jdnnitteen Vg signaalikiskolla 900. Signaali-
kisko 900 on kytketty kunkin transistorin Q142, Q725,
Q727, Q736 ja Q737 kantaelektrodiin. Edelld mainittujen
transistorien emitterielektrodit ovat kytketty vastaavien
vastusten kautta kiinteddn tasajédnnitteeseen V__. Virran-
siitdjarjestelmd 650 sddtdd jannitettd Vp, niin, ettd kun-
kin edelld mainitun transistorin kollektorivirta pysyy
oleellisesti vakiona 1lidmpdtilan vaihdellessa. Esimerkki
jdrjestelmiistd, joka on samanlainen kuin virransdatdéjar-
jestelmd 650, on kuvattu yksityiskohtaisesti US-patentissa
nro 3 886 435, S.A. Steckler, "VBE VOLTAGE SOURCE TEMPERA-~-
TURE COMPENSATION NETWORK".

Tasonsiirtdj&in 600 kuuluvat transistorit Q736 ja
Q737. Transistorien Q736 ja Q737 emitterivirtoja sdatavdt
vastaavasti vastukset R728 ja R69, joilla on sama vastus-
arvo niin, etti lampdtilakompensoitujen transistorien Q736
ja Q737 kollektorivirrat ovat yhtd suuret. Transistorin
Q737 kollektori on kytketty virtapeilijédrjestelmddn, johon
kuuluvat transistorit Q733, Q734 ja Q735. Transistorin
Q737 kollektori on kytketty transistorin Q734 kollekto-
riin. Transistorin Q735 emitteri on kytketty transistorien
Q733 ja Q734 kantoihin. Transistori Q735 antaa kantavirta-
ohjauksen kummallekin transistorille Q733 ja Q734. Tran-
sistorin Q734 emitteri on kytketty maahan Vastuksen R732
kautta. Transistorin Q734 kanta- ja emitterielektrodien
vilissi oleva transistorin Q734 P-N -liitos saa aikaan

lampdtilakompensoinnin, joka kompensoi transistorin Q733
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lampdtilasta riippuvan kanta-emitteri-jinnitteen vaihte-
lun. Transistorin Q733 emitteri on kytketty vastuksen R731
nIny Kehite-

tddn. Vastuksen R731 arvo on sama kuin vastuksen R732 ar-

kautta liittimeen 611, jossa kuvan 1 j&nnite V

vo. Diodiverkko 675 estdd jiannitetti Vniny Ylittémédstd en-
nalta mdédrdttyjéd rajoja kummassakin polariteettisuunnassa.
Transistorin Q733 kollektori on kytketty transistorin Q736
kollektoriin liitdntdkohdassa 733A.

Oletetaan, ettd jidnnite V on nolla. Tdssid ta-

NINI
pauksessa transistorien Q733, Q734 ja Q735 muodostaa vir-
tapeilijdrjestelmd tuottaa transistorissa Q733 kollektori-
virran iQ733, joka on yhtd suuri kuin transistorin Q734
kollektorivirta iQ734, koska transistorin Q735 kantavirta
on merkityksettdmdn pieni. Kuten aiemmin on selitetty,
jannitteen Vninr ©llessa nolla, transistorin Q736 kollek-
torivirta iQ736 on yhtd suuri kuin transistorin Q737 kol-
lektorivirta iQ737 laajalla ldmpdtila-alueella. Myés, kun
jannite VNinz ©n nolla, kukin kollektorivirta iQ733, joka
on virran iQ734 virtapeilikuva, on yhti suuri kuin Virta
iW737 laajalla lémpdtila-alueella. Tisti seuraa, ettd vir-
ta iQ733 on myés yhtd suuri kuin virta iQ736.
Energiarako-tyyppinen jdnnitelihde 699 syottdaa 1lam-
pétilakompensoidun vertailujidnnitteen, joka on kytketty
vastuksen R729 kautta liittimeen 733A. Koska, kuten aiem-
min on kuvattu, Jjidnnitteen VNINT
iQ733 systtdd pelkidstddn virta iQ736, ja koska liittimen
722A impedanssi, jonka aiheuttavat transistorien Q733 ja

Q736 kollektorit, on suuri, virta iR729 vastuksessa R729

ollessa nolla, virran

nolla; t&dten jdnnite Vyiy liittimessd 733A on yhtd suuri
kuin jdnnite Vag- Taten, keksinndn piirteen mukaan, jin-
nitteen Vyiny ©llessa nolla, jénnitteen Vyin taso on siir-
tynyt jannitteen Vge Verran.

Kun liittimen 611 jadnnite V on nollasta poik-

NINI
keava, eividt virrat iQ736 ja iQ737 ole yhtd suuria. Virto-
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jen iQ733 ja iQ736 vélinen erovirta aiheuttaa jénnitteen
syntymisen vastuksen R729 yli niin, ettd se vuorostaan
aiheuttaa vastaavan muutoksen liittimen 733A jédnnitteessd
VNIn®
nihden yhteiskantavahvistimeksi ja koska vastukset R731 ja

Koska transistori Q733 on kytketty jdnnitteeseen V..

R729 ovat havainnollisuuden vuoksi yhtd suuret, vahvistus,

eli jadnnitteiden Vg . ja Vygiur vdlinen suhde on yksi, mis-

ti aiheutuu, ettd vahvistimen vahvistus on yksi.
Keksinndn toisen piirteen toteutuksessa jdnnite

v jonka tasoa on siirretty jannitteeseen Vg, .. ndhden

NIN'
midrdllsd, joka on yhtd suuri kuin jdnnite Vg,, seuraa jan-

nitteen V, vaihteluja, jotka sattuvat positiivisten ja

NINI
negatiivisten arvojen vdliselld alueella.

Jidnnite Vsccnmlémpétilakompensoitu ja sen tolerans-
sialue on kapea esimerkiksi zener-diodiin verrattuna.
Edelleen komponenttien ikd&ntyminen vaikuttaa jénnittee-
seen Vg, oleellisesti vihemmidn kuin se vaikuttaa esimer-
kiksi zener-diodin l#pily®éntijinnitteeseen. T&mén lisdksi
tasonsiirtdjan 600 aiheuttama tason siirtyminen on véhem-
min herkkid lampdtilalle, ik#&ntymiselle ja kohinalle ver-
rattuna aikaisemmin toteutuksen tason siirtdjddn, joka
kdyttdd tason siirtdmiseen zener-diodia, joka on sijoi-
tettu sidevirran tuloliittimen ja differentiaalivahvisti-
men ei-invertoivan tuloliittimen védliin.

Mikdli l&mpdtilan muutos aiheuttaisi vastaavan muu-
toksen virrassa iQ736, joka kuten aikaisemmin on todettu,
on verrattain pieni, transistorit Q737, Q733, Q734 ja Q735
aiheuttaisivat verrannollisen muutoksen virrassa 1iQ733
joka estdisi jopa pienen lémpdtilamuutoksen vaikuttamasta
virtojen iQ736 ja iQ733 vidliseen erovirtaan. Ndin ollen,

kun jdnnite V on nolla, kollektorivirrat iQ736 ja iQ737

NINI
eivdt vaikuta jdnnitteeseen V., Vvaan sen middrda tdysin
lampétilakompensoitu jdnnite Vg,.

On ymmirrettédvd, ettd lémpdtilakompensointi voi ol-
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la riittdva myds kun jannite Vyint POoikkeaa merkittédvisti
nollasta. Jos ldmpdtilakompensointi t&ssid tapauksessa on
riittdmdton, saadaan lisdparannus lidmpétilakompensointiin
kytkemdlld esimerkiksi vastuksen R732, joka kuvassa 2 on
maadoitettu, 1liitin j&nnitteeseen, joka poikkeaa nollasta
ja liittyy esimerkiksi jidnnitteeseen VNINT®

Kuten aiemmin selitetty, jdnnitteen Vge tolerans-
sit ovat korkeat, se on limp&tilakompensoitu ja siihen
eivdt vaikuta oleellisesti komponenttien ik&&ntyminen.
Ndin ollen ei edellytetd tehtaalla tapahtuvaa liémpdtila-
vanhennusprosessia ennen kuvan 1 sddtdjdn 100 asennusta
televisiovastaanottimeen. Edelleen vastukset 601, 604 ja
602 sisdltdvdn taajuusjakajan 605 edellytetddn kompensoi-
van kapeammalla toleranssialueella kuin aikaisemman to-
teutusten piirien, joissa kdytetddn zener-diodia suorit-
tamaan kuvan 2 tason siirtidjidn 600 tason siirtotoiminto.

Jannite Vin ©On kytketty transistorin Q721 kantaan.
Transistoriparin Q145 ja Q146 lukkotoiminto estdi jinni-
tetta v, olemasta jannitteen Vpe Yldpuolella tai olemasta
jdnnitteen Vpg 2lapuolella enemmdn kuin ennalta m&é&ridtyn
arvon verran. Jénnite V . on kytketty invertoivaan tulo-
liittimeen 608 ja jdnnite Vnin ©On kytketty ei-invertoivaan
tuloliittimeen 609 erovahvistimessa 610. Vahvistimeen 610
kuuluu transistorin Q142 muodostama virtalihde, joka antaa
transistorin Q14 ja transistorin Q149 yhdistetyt emitteri-
virrat, kytkettynid differentiaalivahvistimeksi. Transisto-
rien Q148 ja Q149 kannat ovat kytketty transistorien Q721
ja Q723 emittereihin. Transistorit Q721 ja Q723 toimivat
emitteriseuraajina ja kytkevidt jannitteet Vin Ja Vo tran-
sistorien Q148 ja Q149 kantoihin.

Transistorien Q148 ja Q149 virtapeilijidrjestelmi
610b saa aikaan, ettd kuvan 1 integroivaan suodattimeen
612 kytketty virta i610 on yhtd suuri kuin transistorien
Q148 ja Q152 kollektorivirtojen ero. Niinpid kuvan 1 suo-
dattimeen 612 kytketty virta i610 on verrannollinen jin-
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nitteiden Vv ., ja Vg, vdliseen eroon. Verrannollisuusker-
toimen middrii erovahvistimen 610 vahvistus.

Kuviot 3, 4, 5 ja 6 esittdvit tason siirtdjid 600a,
600b, 600c ja 600d, jotka toteuttavat keksinndn muita
piirteitd. Kuvioissa 2-6 samanlaisten elinten tai toimin-
tojen numerot ja symbolit ovat samoja, paitsi ettd ne si-
siltivit kirjaimet a, b, ¢ ja d kuvioissa 3, 4, 5 ja 6.

Kuviossa 3 vastukset R731 ja R732, joita kdytetdan
kuvion 2 piirissid, ovat poistettu. Ilman vastuksia R731 ja
R732 kuvion 3 vahvistimen 600a vahvistus on suurempi kuin
yksi, mikd on edullista.

Kuviossa 3 diodi Dcma ja ldmpdtilakompensoitu vir-
talihde Ila aiheuttavat, ettd transistorien Q737a ja Q736a
kollektorivirrat esimerkiksi ovat yhtd suuret. Samalla ta-
voin transistori Q734a aiheuttaa, ettd transistorin 733a
kollektorivirta on esimerkiksi yhtd suuri kuin kunkin
transistorin Q737a ja Q736a kollektorivirta, kun jénnite

A on nolla.

NIN

Kuviossa 4 jdnnite V viediddn differentiaali-

NINIb
sesti transistorien Q733b ja Q734b emitterien vdliin. T&al-
lainen jdrjestelmd antaa edullisesti paremman yhteismuo-
don vaimennuksen.

Kuviossa 5 vastaavien transistorien tyyppi, N-P-N
tai P-N-P, on vastakkainen kuin kuviossa 2 niin, ettd j&n-
nitettd Vyryre

V.. maan sijasta.

voidaan haluttaessa verrata jdnnitteeseen

Kuviossa 6 jannitteen Vg .., tuloimpedanssi on edul-
lisesti korkeampi kuin kuvion 2 jé&nnitteen Vy,.., koska
kdytetddn transistoria Q750, joka on kytketty emitteriseu-
raajaksi.
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Patenttivaatimukset

1. Teholdhde, johon kuuluu tason siirtdji (600),
joka siirtdd teholihteen ldhtdjénnitettd (B+) ohjaavan
tulojdnnitteen (Vyrnr) tason, késittden

syottdjdnnitteen ldhteen (Vyr) +

sdddettdvdn johtavan elimen (617b), joka on kyt-
ketty sydttdjdnnitteeseen 1&htdjinnitteen (B+) synnytta-
miseksi syottdjénnitteestd,

vdlineet, joihin kuuluu komparaattori (610), kyt-
kettynd johtavaan elimeen (617b) johtavan elimen (617b)
johtavuuden s&didtémiseksi komparaattorin ldhtdsignaalin
(Vo) mukaan ja ndin lihtdjinnitteen sddtdmiseksi,
tunnettu

virtapeilijédrjestelmistd (Q733, 734, 735), johon
kuuluu ensimmdinen transistori (Q733) ja joka on vasteel-
linen ensimmidisen piirihaaran virralle (1Q737) synnyttden
ensimmdisen transistorin (Q733) ensimmiisessi paavirtaa
johtavassa elektrodissa virran, joka on ensimmiisen pii-
rihaaran virran peilikuva, kun ensimmiinen padvirtaa joh-
tava elektrodi on kytketty liitint&navassa (733A) toiseen
piirihaaraan ainakin osan virrasta johtamiseksi toisessa
piirihaarassa,

tulojannitteen (Vyiny) ldhteestd, joka on kytketty
ensimmdiseen transistoriin (Q733) ensimmdisen pdivirtaa
kuljettavan elektrodin virran muuttamiseksi sellaisen vir-
ran tuottamiseksi, joka vaihtelee tulojdnnitteen Q——
mukaan ja joka on suhteutettu ensimmidisen pddvirtaa joh-
tavan elektrodin virran ja toisen piirihaaran virran vi-
liseen eroon,

ensimmdisestd vastuksesta (R729), joka on kytketty
mainittuun liit&ntd#napaan (733A) mainittuun eroon suhteu-
tetun virran johtamiseksi, niin ettid sen yli kehitetdin
jdnnite, joka vaihtelee tulojannitteen (Vyinp) mukaan, ja

lampétilakompensoidun ensimmiisen jdnnitteen (Vgg)
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lihteestd (699), joka on kytketty ensimmdisen vastuksen
(R729) kautta liit&nt&napaan (733A) niin, ettd vastuksen
(R729) yli oleva jénnite yhdistyy ensimmidisen jédnnitteen
(Vyin) kanssa kehittden liitdntinapaan ldmpétilakompensoi-
dun toisen jannitteen (Vg u1)- joka vaihtelee tulojdnnit-
teen (V

NIN
jédnnitteen (Vgg) mukaan, jolloin ldmpdtilakompensoitu, ta-

;) mukaan ja jonka taso on siirtynyt ensimmdisen

sosiirretty toinen jdnnite (Vy.y) on kytketty komparaat-
torin (610) tuloon (+) komparaattorin (610) lihtdésignaalin
(Vo) muuttamiseksi sen mukaisesti ldht&jannitteen (B+) saa-
tamistd varten.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen teholdhde,
tunnettu siitd, ettd toinen piirihaara muodostuu
toisesta transistorista (Q736), jolla on liit&ntdnapaan
(733A) kytketty pddvirtaelektrodi, ja ettd ensimmdinen
piirihaara muodostuu kolmannesta transistorista (Q737),
joka synnyttdd pddvirtaa johtavassa elektrodissaan virran
(iQ737), joka on kytketty virtapeilijdrjestelmddn (Q733,
734, 735) niin, ettd virtapeilijdrjestelma synnyttdd en-
simmiisen transistorin (Q733) ensimmdisessd pédvirtaa
johtavassa elektrodissa virran tasolla, joka on kolmannen
transistorin (Q737) virran mukainen.

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen teholdhde,

t unne=tttau siitd, ettd virtapeilijdrjestelmdan
edelleen kuuluu neljds transistori (Q735), joka on kyt-
ketty ensimmiisen transistorin (Q733) ochjauselektrodiin ja
joka on kytketty kolmannen transistorin (Q737) virran kul-
kutielle sellaisen jénnitteen kehittédmiseksi ensimmdisen
transistorin (Q733) ohjauselektrodille, joka saa aikaan,
etti ensimmidisen transistorin (Q733) virta on neljénnen
transistorin (Q735) virran virtapeilikuva.

4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen teholdhde,
tunnettu siitd, ettd tulojénnite (Vy,y,) on kyt-
ketty ensimmidisen transistorin (Q733) ja neljédnnen tran-

sistorin (Q735) p&idvirtaa johtavien elektrodien vdliin
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ensimmdisen (Q733) ja neljdnnen (Q735) transistorien vir-
tojen muuttamiseksi tulojdnnitteen mukaan.

5. Patenttivaatimuksen 2 mukainen teholé&hde,
tunnettu toisesta vastuksesta (R731), ja siit3d et-
td tulojannite (Vyinr) ©n kytketty ensimmdisen transistorin
(Q733) emitterielektrodiin toisen vastuksen (R731) kautta.

6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen teholédhde,
tunnettu siitd, ettd ensimmdinen transistori (Q73-
3) muodostaa vahvistimen, jonka vahvistuksen mdidrdi toisen
(R731) ja ensimmdisen (R729) vastuksen suhde.

7. Patenttivaatimuksen 5 mukainen teholdhde,
turnettu neljiannestd transistorista (Q750), joka
toimii tulojdnnitteen (Vyinra) Mukaan ja joka on kytketty
emitteriseuraajaksi niin, ettd neljdnnen transistorin
(Q750) emitterielektrodi on kytketty ensimmdisen transis-
torin (Q733d) emitterielektrodiin.

8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen teholéhde,
tunnettu siitd, ettd ensimmdinen jannite (Vgg) ke-
hitetddn ensimmdisen vastuksen (R729) ensimmdisessd

liittimessd ja toinen jannite (V.. .) kehitetddn ensimmii-

NIN
sen vastuksen (R729) toisessa liittimessd kaukana ensim-
médisestd liittimestd, ja ettd toinen jinnite (Vygy) muo-

dostuu ensimmdisen jannitteen (V ja ensimmdisen vastuk-

Ba)
sen (R729) yli olevan jdnnitteen algebrallisesta summasta.
9. Patenttivaatimuksen 1 mukainen teholihde,
tunnettu siitd, ettd 1dhtdjadnnitettd (B+) edusta-
va takaisinkytkentdjdnnite (Viy) on takaisinkytketty ne-
gatiivisesti komparaattorin (610) sisdintuloon (-) 1dhto-

jé&nnitteen (B+) sdidtimiseksi.

10. Teholdhde, johon kuuluu tason siirtdja (600),
joka siirtdd teholdhteen 1ldhtdjdnnitettd (B+) ohjaavan
tulojdnnitteen (Vyrnp) tason, kdsittden

syottdéjadnnitteen ldhteen (Vyr) +

sdddettdvdn johtavan elimen (617b), joka on kyt-
ketty sydttéjdnnitteeseen 1lihtdjdnnitteen (B+) synnytti-
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miseksi sydttéjdnnitteestd;

vdlineet, joihin kuuluu komparaattori (610), kyt-
kettynd johtavaan elimeen (617b) johtavan elimen (617b)
johtavuuden muuttamiseksi komparaattorin 1l&htdsignaalin
mukaan lihtdjdnnitteen sddtdmistd varten,
tunnettu

ensimmidisestd piirihaarasta;

vilineistd (Q736), jotka on kytketty ensimmdiseen
piirihaaraan siind kulkevan virran sddtdmiseksi;

transistorista (Q733) sellaisen virran viemiseksi
transistorin (Q733) ensimmdisessd pddvirtaa johtavassa
elektrodissa (kollektorissa), joka on ensimmdisen piiri
haaran virran mukainen, jolloin ensimmdinen péddvirtaa
johtava elektrodi (kollektori) on kytketty liitdntédnavas-
sa (733A) ensimmdiseen piirihaaraan johtamaan ainakin osa
ensimmiisen piirihaaran virrasta siten, ettd ensimmdisen
pddvirtaa johtavan elektrodin (kollektorin) virran ja en-
simmdisen piirihaaran virran suhde pysyy muuttumattomana
laajalla lampotila-alueella;

tulojénnitteen (Vg u;) ldhteesta, joka on kytketty
sarjaan transistorin (Q733) toisen pddvirtaa kuljettavan
elektrodin (emitterin) kanssa ensimmdisen pddvirtaa kul-
jettavan elektrodin (kollektorin) virran muuttamiseksi,
niin ettd tuotetaan virta, joka vaihtelee tulojdnnitteen
(Vern
taa johtavan elektrodin virran ja toisen piirihaaran vir-

;) mukaan ja joka on suhteutettu ensimmdisen p&&avir-

ran vidliseen eroon;

ensimmiisestid vastuksesta (R729), joka on kytketty
mainittuun liitdntdnapaan (733A), mainittuun eroon suh-
teutetun virran johtamiseksi sellaisen jdnnitteen synnyt-
tidmiseksi vastuksen yli, joka vaihtelee tulojdnnitteen
(Vyinz) Mukaan; ja

ldmpotilakompensoidun ensimmédisen jdnnitteen (Vgg)
lihteestd (699), joka on kytketty ensimmdisen vastuksen
(R729) kautta liit#nt#napaan (733A) niin, ettd vastuksen



10

15

20

25

30

35

15 84544

(R729) yli oleva jdnnite yhdistyy ensimmidisen j&nnitteen
(Vgg) kanssa kehittden liitdntdnapaan lampdtilakompensoi-

dun toisen jdnnitteen (V joka vaihtelee tulojdnnit-

NIN) /
teen (Vy;yy) mukaan ja jonka taso on siirtynyt ensimmiisen
jadnnitteen (Vgg) mukaan, jolloin lémpdtilakompensoitu, ta-

sosiirretty toinen jinnite (V on kytketty komparaat-

NIN)
torin (610) tuloon (+) komparaattorin (610) 1ldhto-
signaalin (Vo) muuttamiseksi sen mukaisesti 1iht&djdnnit-
teen (B+) sddtidmistid varten.

11. Vahvistin, joka kidsittidi:

ensimmiisen (Q149) ja toisen (Q148) transistorin,
jotka on kytketty muodostamaan differentiaalivahvistin
(610);

sisddntuloasteen (Q721), joka on kytketty ensim-
miisessd liitdntdnavassa (Q148:n kannalla), toisen tran-
sistorin (Q148) ohjauselektrodille (kanta) jdnnitetason
muodostamiseksi toisen transistorin (Q148) ohjauselektro-
dille j&nnitteen (Via)

sddntuloasteen sisdidntulonapaan (608), siten ettd sisiin-

mukaisesti, Jjoka kehitetdin si-

tuloasteessa kulkeva ulostulovirta on kytketty ensimmii-
seen liit&dntdnapaan;

ensimmdisen virran lihteen (Q727);
tunnettu

kolmannesta transistorista (Q726), jolla on toisen
transistorin (Q148) virtavahvistusominaisuutta edustava
virtavahvistusominaisuus; ja

virtapeilijidrjestelystid (Q722, Q730), joka on kyt-
ketty kolmanteen transistoriin (Q726) ja vasteellinen en-
simmiiselle virralle (Q727:1ta) ja kolmannen transistorin
(Q726) ohjauselektrodin virralle sellaisen toisen virran
synnyttémiseksi virtapeilij&rjestelyn (Q722, Q730) ulos-
tulonapaan (Q722:n kollektorilla), joka on kytketty en-
simmdiseen liit&ntidnapaan (Q148:n kanta), jolloin toisel-
la virralla on ensimmdisesti virrasta (Q727:1ta) johdettu
ensimmdinen osuus, joka synnytt#i sisiintuloasteen maini-
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tun ulostulovirran, ja kolmannen transistorin (Q726) oh-
jauselektrodin virrasta johdettu toinen osuus, joka syn-
nyttdi toisen transistorin (Q148) ohjauselektrodin vir-
ran, ja ettd toisen transistorin (148) virtavahvistusomi-
naisuuden poikkeama sen nimellisarvosta, joka poikkeama
tuottaa vastaavan poikkeaman toisen transistorin (Q148)
ohjauselektrodin virrassa, on kompensoitu kolmannen tran-
sistorin (Q726) ohjauselektrodin virralla, niin ettd
oleellisesti estetddn tdllaista virtapoikkeamaa vaikutta-
masta sis3didntuloasteen ulostulovirtaan.

12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen vahvistin,
tunnettu siitd, ettd sisddntuloaste kdsittdd nel-
j4nnen transistorin (Q721), joka on kytketty emitteriseu-
raajaksi, ja ettd sis&&ntuloasteen ulostulovirta kulkee
neljinnen transistorin (Q721) emitterielektrodissa.

13. Patenttivaatimuksen 11 mukainen vahvistin,
tunnettu toisesta vdlineestd (Ql42), joka on kyt-
ketty toiseen liitdntidnapaan ensimmdisen (Q149) ja toisen
(Q148) transistorin vastaavien pddvirtaa johtavien elek-
trodien (emitterit) vdlissd sellaisen virran synnyttémi-
seksi, joka muuttuu samaan suuntaan kuin mainittu ensim-
miinen virta (Q727:1ta) toisen transistorin (Q148) virta-
vahvistusominaisuudesta riippumatta.

14. Patenttivaatimuksen 11 mukainen vahvistin,
tunnettu siitd, ettid ensimmdinen (Q149), toinen
(Q148) ja kolmas (Q726) transistori ovat samantyyppisid
bipolaaritransistoreita.

15. Patenttivaatimuksen 11 mukainen vahvistin,
tunnettu siitd, ettd mainittu virtapeilijdrjeste-
ly (Q722, Q730) sis#dltdd neljdnnen transistorin (Q722),
joka synnyttdi mainitun toisen virran, joka kulkee samaan
suuntaan kuin ensimmdinen virta (Q727:ssa) Jja joka on yh-
tid suuri kuin ensimmidisen virran ja kolmannen transisto-
rin (Q726) ohjauselektrodin virran summa.

16. Patenttivaatimuksen 11 mukainen vahvistin,
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tunnettu siitd, ettd kolmas transistori (Q726) on
kytketty mainitun vahvistimen sisdintulonavan (608) ja
ulostulonavan (610a) vdlille muodostetun signaalireitin
ulkopuolelle.

17. Patenttivaatimuksen 11 mukainen vahvistin,
tunnet tu vilineestd (699) lidmpOtilakompensoidun
sddtéjannitteen (Wgg) synnyttdmiseksi, joka on kytketty bi-
polaarisen lisdtransistorin (Q273) ohjauselektrodille mai-
nitun ensimmdisen virran synnyttdmiseksi lisdtransistorin
(Q273) kollektorielektrodille, johon virtaan ei vaikuta
lisdtransistorin (Q273) virtavahvistusominaisuuden vaihte-
lu.

18. Patenttivaatimuksen 17 mukainen vahvistin,
tunnettu siitd, ettd mainittu virtapeilijdrjeste-
ly edelleen kdsittdd aputransistorin (Q730), joka on kyt-
ketty diodirakenteeksi sellaisen virran johtamiseksi sen
ldpi, joka on yhtd suuri kuin ensimmiisen virran (Q727: -
lta) ja kolmannen transistorin (Q726) ohjauselektrodin
virran summa.

19. Patenttivaatimuksen 18 mukainen vahvistin,
tunnettu siitd, ettd virtapeilijdrjestely sisdl-
tdd vield erddn transistorin (Q722), jolla on kantaelek-
trodi, Jjoka on kytketty mainittuun aputransistoriin
(Q730), Jja kollektorielektrodi, joka on kytketty toisen
transistorin (Q148) ohjauselektrodiin.

20. Patenttivaatimuksen 19 mukainen vahvistin,
tunnettu siitd, ettd se edelleen kisittdi toisen
aputransistorin (Q724), jolla on kantaelektrodi, joka on
kytketty mainittuun aputransistoriin (Q730), ja kollekto-
rielektrodi, joka on kytketty ensimmiisen transistorin
(Q149) kantaelektrodille.
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Patentkrav

1. Effektkdlla som omfattar en nivavdxlare (600)
som vixlar nivdn hos en ingdngsspédnning (VﬁINI) som styr
effektkidllans utgdngsspidnning (B+), vilken effektkdlla
omfattar

en matningsspdnningskdlla (Vgg),

ett reglerbart ledande organ (617b) som &r kopplat
till matningsspinningen fdr alstring av utgdngsspénningen
(B+) frdn matningsspadnningen,

medel vilka omfattar en komparator (610) kopplad
till det ledande organet (617b) fdr reglering av det le-
dande organets (617b) ledningsférmdga enligt komparatorns

utgdngssignal (V och sdlunda fdr reglering av utgangs-

o)
spanningen,
Xk dnnetecknad av

ett stromspegelsystem (Q733, 734, 735) som omfat-
tar en fdrsta transistor (Q733) och som dr paverkbar sd-
som gensvar pd strdmmen (iQ737) i en fdrsta kretsgren och
som alstrar en strém i den fdrsta transistorns (Q733)
férsta huvudstrdm ledande elektrod, vilken strém &r en
spegelbild av strémmen i den f&rsta huvudgrenen, dd den
férsta huvudstrdm ledande elektroden dr i en anslutnings-
pol (733A) kopplad till en annan kretsgren for att leda
4tminstone en del av strommen i den andra kretsgrenen,

en kidlla for ingdngsspdnningen (V. som 4&r

NINT)
kopplad till den férsta transistorn (Q733) foér férandring
av strommen i den fdrsta huvudstrdm ledande elektroden foér
alstring av en sd&dan strdm som varierar enligt in-

gdngsspanningen (V och som &r proportionerad till

NINI)
skillnaden mellan strémmen i den fdrsta huvudstrém ledan-
de elektroden och strommen i den andra kretsgrenen,

ett fdrsta motstdnd (R729) som &r kopplat till
nimnda anslutningspol (733A) fdr ledning av ndmnda till

skillnaden proportionerade strém, sd att over den alstras
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en spdnning som varierar enligt ingdngsspinningen (Varng)
och

en kdlla (699) for temperaturkompenserad férsta
spdnning (Vgg) Vvilken kédlla &r kopplad genom det forsta
motstdndet (R729) till anslutningspolen (733A), s& att
spdnningen &ver motstdndet (R729) kombineras med den
foérsta spanningen (Vyry) och alstrar en temperaturkompen-

serad andra spdnning (V. i anslutningspolen, vilken

NINT)
spdnning varierar enligt ing&ngsspinningen (Vying) ©Ch vars

nivd dr vixlad enligt den férsta spanningen (V varvid

Bg) 7
den temperaturkompenserade andra spdnningen (VNIN) dr kopp-
lad till komparatorns (610) ingdng (+) f&ér &ndring av kom-
paratorns (610) utgdngssignal (Vo) 1 enlighet didrmed for
reglering av utgdngsspinningen (B+).

2. Effektkdlla enligt patentkravet 1, k 8 nn e -
t ecknad didrav, att den andra kretsgrenen utgdrs av
en andra transistor (Q736) som har en till anslutnings-
polen (733A) kopplad huvudstromselektrod, och att den
forsta kretsgrenen utgérs av en tredje transistor (Q737)
som i sin huvudstrém ledande elektrod alstrar strémmen
(iQ737) som &r kopplad till strémspegelsystemet (Q733,
734, 735), s8 att stromspegelsystemet alstrar nimnda strém
i den férsta transistorns (Q733) férsta huvudstrém ledande
elektrod pd en nivd som motsvarar strdmmen i den tredje
transistorns (Q737).

3. Effektkdlla enligt patentkravet 2, k 8 nnh e -
tecknad dirav, att stromspegelsystemet vidare om-
fattar en fjdrde transistor (Q735) som &r kopplad till den
forsta transistorns (Q733) styrelektrod och som &r kopplad
till den tredje transistorns (Q737) strombana for alstring
av en sddan spinning i den férsta transistorns (Q733)
styrelektrod som &stadkommer att den fdrsta transistorns
(Q733) strdm &r en spegelbild av den fjirde transistorns
(Q735) strom.

4. Effektkdlla enligt patentkravet 3, k & nn e -
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tecknad ddrav, att ingdngsspdnningen (Vg 4¢) &r
kopplad mellan den fdrsta transistorns (Q733) och den
fjdrde transistorns (Q735) huvudstrdm ledande elektroder
f6r fordandring av den foérsta (Q733) och den fjdrde (Q735)
transistorns strémmar enligt ingdngsspdnningen.

5. Effektkidlla enligt patentkravet 2, k @ nn e -
tecknad av ett andra motstdnd (R731) och ddrav, att
ingdngsspdnningen (Vyg.4;) 4r kopplad till den foérsta tran-
sistorns (Q733) emitterelektrod genom det andra motsténdet
(R731).

6. Effektkidlla enligt patentkravet 5, Kk d nn e -
tecknad dirav, att den forsta transistorn (Q733)
bildar en férstirkare, vars forstdrkning bestdms av for-
hillandet mellan det fdrsta (R731) och det andra (R729)
motsténdet.

7. Effektkidlla enligt patentkravet 5, k @ n n e -
tecknad av en fjiarde transistor (Q750) som funge-
rar enligt ingéngsspdnningen (Vg ..4) och som dr kopplad
som en emitterféljare s8 att den fjdrde transistorns
(Q750) emitterelektrod &r kopplad till den fdrsta tran-
sistorns (Q733d) emitterelektrod.

8. Effektkidlla enligt patentkravet 1, Kk d nn e -
tecknad ddrav, att den forsta spdnningen (Vg.)
alstras i det forsta motstdndets (R729) fdrsta terminal
och den andra spédnningen (Vg,y) alstras i det forsta mot-
stdndets (R729) andra terminal 1&ngt borta frdn den férsta
terminalen, och att den andra spdnningen (Vy,;,) bildas av
den algebraiska summan av den fdrsta spdnningens (Vgg) och
spdnningen dver det férsta motstdndet (R729).

9. Effektkilla enligt patentkravet 1, k d nn e -
tecknad didrav, att en Aterkopplingsspdnning (Vin)
som representerar utgdngsspinningen (B+) &r negativt
fterkopplad till komparatorns (610) ingdng (-) for regle-
ring av utgdngsspanningen (B+).

10. Effektkdlla som omfattar en nivdvdxlare (600)
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som véxlar nivdn f8r en ing&ngsspinning (Vyryr) SOm styr
effektkdllans utgdngsspinning (B+) omfattande

en matningsspdnningskidlla (Vyr)

ett reglerbart ledande organ (617b) som 4r kopplat
till matningsspdnningen f8r alstring av utgangsspinningen
(B+) fran matningsspinningen;

medel vilka omfattar en komparator (610) kopplad
till det ledande organet (617b) fdr reglering av det le-
dande organets (617b) ledningsférmdga enligt komparatorns
utgdngssignal f8r reglering av utg&ngsspinningen,
kdannetecknad av

en forsta kretsgren;

medel (Q736) som dr kopplade till den forsta krets-
grenen for reglering av en didri gdende stroém;

en transistor (Q733) f&6r féring av en s&dan strém
i transistorns (Q733) forsta huvudstrdém ledande elektrod
(kollektor) som &r forenlig med den férsta kretsgrenen,
varvid den férsta huvudstrdm ledande elektroden (kollek-
tor) &r i en anslutningspol (733A) kopplad till den fdrsta
kretsgrenen fér att leda &tminstone en del av den fdrsta
kretsgrenens strém, sd att férhdllandet mellan strommen i
den fdérsta huvudstrém ledande elektroden (kollektor) och
strommen i den forsta kretsgrenen blir ofdréndrat pd ett
stort temperaturomrdde;

en kdlla for ingdngsspinningen (Vygrnr) Vvilken kdl-
la &r seriekopplad med transistorns (Q733) andra huvud-
strom ledande elektrod (emitter) fér férdndring av strém-
men i den fdérsta huvudstrdm ledande elektroden (kollek-
tor), s38 att en strdm alstras som varierar enligt in-

gadngsspdnningen (V och som 4&ar proportionerad till

NIND)
skillnaden mellan strémmen i den férsta huvudstrdm ledan-
de elektroden och strémmen i den andra kretsgrenen;

ett fdérsta motstdnd (R729) som &r kopplat till
nidmnda anslutningspol (733A) fdr ledning av den till

ndmnda skillnad proportionerade strdmmen f&r alstring av



10

15

20

25

30

35

22 84544

en s&dan strém 6ver motstdndet som varierar enligt in-
gdngsspédnningen (Vyg,..)i och
en k3dlla (699) for temperaturkompenserad forsta

spdnning (V vilken k&dlla &dr kopplad genom det forsta

8c) ¢
motstindet (R729) till anslutningspolen (733A) s& att
spidnningen ©&ver motstdndet (R729) kombineras med den
férsta spdnningen (Vg.) och alstrar i anslutningspolen en
andra temperaturkompenserad spdnning (Vyin) som varierar
enligt ingdngsspédnningen (Vyg;y,;) och vars nivd dr vaxlad
enligt den forsta spdnningen (Vgq),
turkompenserade, nivavdxlade andra spdnningen (Vynin) ar

varvid den tempera-

kopplad till komparatorns (610) ingdng (+) for fdrdndring
av komparatorns (610) utgdngssignal (V,) i enlighet dar-
med for reglering av utgdngsspédnningen (B+).

11. Forstdrkare som omfattar:

en forsta (Q149) och en andra (Q148) transistor,
vilka &r kopplade att bilda en differentialfdrstdrkare
(610) ;

ett ingdngsteqg (Q721) som d&r i en fodrsta anslut-
ningspol (p& Q148:s bas) kopplat till en andra transis-
tors (Q148) styrelektrod (bas) f6r bildande av en spdn-
ningsnivd foér den andra transistorns (Q148) styrelektrod

enligt en spdnning (V, som alstras i ingdngsstegets

in) 7
ing8ngspol (608), s& att den i ingdngssteget gdende ut-
gidngsstrémmen #r kopplad till den fdrsta anslutnings-
polen;

en kdlla (Q727) for en forsta strom;
kdnnetecknad av

en tredje transistor (Q726) som har en strémfdr-
stidrkningsegenskap som representerar den andra transis-
torns (Q148) foérstdrkningsegenskap; och

ett stromspegelarrangemang (Q722, Q730) som d&r
kopplat till den tredje transistorn (Q726) och &r péverk-
bar sisom gensvar pd den férsta strdmmen (frdn Q726) och

strémmen i den tredje transistorns (Q726) styrelektrod for
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alstring av en sddan andra strém i strémspegelarrangeman-
gets (Q722, Q730) utgdngspol (p& Q722:s kollektor) som &r
kopplad till den fdrsta anslutningspolen (Q148:s bas),
varvid den andra strdmmen har en fr&n den férsta strdmmen
(frdn Q727) avledd férsta del som alstrar ingdngsstegets
ndmnda utgdngsstrém, och en frin strdmmen av den tredje
transistorns (Q726) styrelektrod avledd andra del som
alstrar strommen i den andra transistorns (Q148) styr-
elektrod, och att avvikelsen i den andra transistorns
(148) strémforstidrkningsegenskap frin dess nominella vir-
de, vilken avvikelse &stadkommer en motsvarande avvikelse
i strémmen i den andra transistorns (Q148) styrelektrod,
dr kompenserad men strdmmen i den tredje transistorns
(Q726) styrelektrod, s& att en dylik strdmavvikelse fér-
hindras visentligen frdn att paverka ingdngsstegets ut-
gdngsstrom.

12. Forstédrkare enligt patentkravet 11, k @ n n e-
t ecknad dirav, att ingdngssteget omfattar en tredje
transistor (Q721) som &r kopplad som en emitterfédljare,
och att ingdngsstegets utgdngsstrém gdr i den fjdrde tran-
sistorns (Q721) emitterelektrod.

13. Forstdrkare enligt patentkravet 11, k & n n e-
tecknad av ett andra medel (Q142) som &dr kopplat
til den andra anslutningspolen mellan den fd&rsta (Q149)
och den andra (Q148) transistorns motsvarande huvudstrém
ledande elektroder (emittrar) for alstring av en s&dan
strom som &ndras i samma riktning som nimnda férsta strdm
(frdn Q727) oberoende av den andra transitorns (Q148)
stromférstdrkningsegenskap.

14. Forstdrkare enligt patentkravet 11, k & n n e-
tecknaid didrav, att den forsta (Q149), den andra
(Q148) och den tredje (Q726) transistorn 4r bipolartran-
sistorer av samma typ.

15. Forstdrkare enligt patentkravet 11, X & n n e-
tecknad dirav, att nimnda strémspegelarrangemang
(Q722, Q730) inneh8ller en fjirde transistor (Q722) som
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alstrar nimnda andra strém som gdr i samma riktning som
den fdrsta strommen (i Q727) och som &dr lika stor som
summan av den foérsta strdmmen och strémmen i den tredje
transistorns (Q726) styrelektrod.

16. Forstidrkare enligt patentkravet 11, k & n n e-
tecknad dirav, att den tredje transistorn (Q726) ar
kopplad utanfdr en signalbana som bildats mellan n&mnda
férstirkares ingdngspol (608) och utgangspol (610a).

17. Forstidrkare enligt patentkravet 11, Kk @ n n e~
tecknad av ett medel (699) for alstring av tempe-

raturkompenserad regleringsspdnning (W som dr kopplad

BG)
till en bipolar tilldggstransistors (Q273) styrelektrod
fér alstring av nimnda forsta strdm i tilldggstransitorns
(Q273) kollektorelektrod, vilken strdm inte paverkas av
variation i tilldggstransistorns (Q273) stromférstark-
ningsegenskap.

18. Forstidrkare enligt patentkravet 17, Kk @ n n e~
tecknad ddrav, att ndmnda strdmspegelarrangemang
vidare omfattar en hjdlptransistor (Q730) som &r kopplad
som en diodkonstruktion for att leda en sidan strom dir-
igenom som &r lika stor som summan av den forsta strémmen
(fr&n Q727) och strémmen i den tredje transistorns (276)
styrelektrod.

19. Forstdrkare enligt patentkravet 18, k @ n n e-
t ecknad dirav, att strémspegelarrangemanget inne-
fattar ytterligare en transistor (Q722) som har en bas-
elektrod som dr kopplad till n&mnda hjédlptransistor (Q730)
och en kollektorelektrod som &r kopplad till den andra
transistorns (Q148) styrelektrod.

20. Forstdrkare enligt patentkravet 19, k @ n n e-
tecknad ddrav, att den vidare omfattar en andra
hjdlptransistor (Q724) som har en baselektrod som &r kopp-
lad till nimnda hjidlptransistor (Q730) och en kollek-
torelektrod som &r kopplad till den fdrsta transistorns
(Q149) baselektrod.



84544

/01

1Y0L1VVY3INIY

-0LIVVYYILNVHYS [

=SNANCYVYLYAYYA
I
//
i

-~

13 L INNYN
N3NTd

dAALOVY

-v19¥INg 9§,

4

669’

YrYLY11S NOSVL

£19

219 %0s!

J

-1

LSy
-QLlHY1
=VIVVA

2200

ENRY

-QLHYT
SdWS S

ﬁ_w\H N:o

un,

0 +§




84544

CELY S yog

X0¢

c bt

gLy
N PRI) 020 yp S2LH VaLHS ¥b
peLo ! e S NK NH
62LY -
vELD, ! _\ﬁzﬁi e G 20 =
. GELD NN N =
NNy yegs 610 8hI Q m% (VAI0LY3AN]) © T
NN ] di* NN L}
1610 9 = f&it =—— bl 1 o B
L —_ p 019 e N o ﬁﬂw -NVYY A
009 90 Ml NLIOSNIdW
— NW L 304 LY I 29A N 809 -V1110dWY
Y701 vroor | Yeein 608" NIy g gvid 0059
9. ]t o <_1\ow Vo . 30h 6 :
510 9¢L 1210
T M S Nh._‘c _ zm>
694 2y2 geLYe X L1214 ¥¢ 194 A6 -
3GHY 3L TNNYT
) A6 T I8 555 16 A 669 1o svuv 1 owana
AL+ J




84544

CMa
anste Y |
A A 71%0
v R7290 Lig
B60 o——uol—aAn—9 —
600a
Q7340 Q7330
— 6
_EVNINI
Fig.3
Vcc >— --
D
Qr31h Q736 CHb
N N
A A
Iip
v R729b .
Beb = -
600b
Q734b Q733b
.Y
——
YNINIb

Fig.4



84544

v -
te
YiNtc
ansac e
R729¢
Vgge =T —v™"—1 600c
' I
N ~N
Q
'/ Q736 o
ante Dome
Fig.5
) g +Vcc
{l‘ocma
arsrg Np—1360
A A
Iig
T =
Ve 4—-—&},9‘;"
600d




	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

